DATEN VORLAUFIGER MUSTER BB 809

SILIZIUM - PLANAR - ABSTIMMDIODE
fiir VAF-FS-Tuner mit erweitertem Bereich I

-

Mechanische Daten:

26
i [ k%&
Gehduse: Glas, JEDEC DO-34 . ‘
Der KatodenanschluB ist 217 mox == h' I
durch einen gelben Farb- T H H
i i 20,55
ring gekennzeichnet. 4 304 254 | max
MaBangaben in mm. min max min
508 vZ 720266
min
Absolute Grenzwerte:
Sperrspannung: UR = max. 28 V Sperrschichttemperatug:
Sperrspannung, ¥; = max. 100°C
Scheitelwert: UR M = max. 30 Vv Lagerungstemperatur:
. 0 o
DurchlaBstroms I, = max. 20 mA 3g = min. -55°C, max. 150°C .
Kennwerte: bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom bei UR =28 V: IR g 10 .nA
. o <
bei UR = 28 V und %U = 857°C: IR = 200 nA
Kapazitdt bei f = 500 kHz und UR = 3 V: C = 26...32 pF
bei f = 500 kHz und UR = 25.V:. C = 4,5...5,6 pF
Kapazititsverhiltnis ‘
» bei Up = 3 V und 25 V: Cav/czsv = ~5,0...6,5
Serienwiderstand < )
bei C = 25 pF und f = 200 MHz: rg = 0,6 Q

In satzweisen Zusammenstellungen (min. 120 Stiick, durch 12 teilbar) ist im

Spannungsbereich U, = 0,5...28 V die Kapazitdtsabweichung max. 3 %.

R
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SILIZIUM - PLANAR - ABSTIMMDIODEN

fiir VHF-FS-Tuner in Kabelfernsehanlagen

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas, JEDEC D0-34

BB 909 A
BB 909 B

X2, 25,1 le 127
Bei der BB 909 B ist der mox ‘
Kétodenaeschluﬂ dchh ¢I6nmx — T —
einen griinen Farbring f o T
gekennzeichnet. T H g
Die BB 909 A hat einen 244 300 | ass 20,55
zusdtzlichen roten Farb- min ™1 ma min ™
ring. sos VZ 7202661
min

MaBangaben in mm.

Kurzdaten:

Sperrspannung UR = max. 30 V

Sperrschichttemperatur SJ = max. 100 °¢C

BB 909 A BB 909 B
Kapazitdt bei f = 1 MHz und UR = 1V C g 31,0 33,5 pF
und Up = 28 V C =2,6...3,0 2,8...3,2 pF
Serienwiderstand <
bei ¢ = 30 pF, f = 100 MHz rg = 0,9 Q
VAIVD
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BB 909 A
BB 909 B

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung:
Sperrspannung, Schgitelvert:

DurchlaBstrom:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte:

bei 3U

Sperrstrom bei UR 28 Vs

. _ o,
bei UR = 28 V und SU = 85 C:

500 kHz und UR = 1V

500 kHz und UR = 3V
500 kHz und Uy =28 Vs

Kapazitdt bei f
bei f
bei f

Kapazitdtsverhiltnis bei f = 1 MHz
und UR =1V bzw. 28 V:

Serienwiderstand
bei C = 30 pF, f = 100 MHz:

= 25°C, sofern nicht anders angegeben

A A

nv

UR = max. 30 Vv
UR M = max. 32 Vv
IF = max. 20 mA
8; =max. 100 °c
$. =min. =55 °C
(4]
%S = max. 150 C
R = 0,6 K/mWw

BB 909 A BB 909 B

10
200

31,0 33,5
23 25
2,6...3,0 2,8...3,2

12...15

0,7 (£ 0,9)

nA
nA

pF
pF
pF

Q

Gleichlauf: In satzweisen Zusammenstellungen (min. 120 Stiick) ist im Spannungs-
bereich U, = 1...28 V die Kapazitidtsabweichung max. 2,5 %.

R
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BB 909 A
BB 909 B
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Philips Semiconductors

Product specification

VHF variable capacitance diode BB910
FEATURES
o Excellent linearity
» Matched to 2.5% K a
[ )t TEID I ] —j4—

* Hermetically sealed leaded glass
SOD68 (DO-34) package

C28: 2.5; ratio: 16
* Low series resistance.

APPLICATIONS

e Electronic tuning in VHF television
tuners, band B up to 460 MHz

e VCO.

Cathode side indicated by a red band on a black body.
Additional green band.

Fig.1 Simplified outline (SOD68; DO-34) and symbol.

MAM234

LIMITING VALUES

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).

DESCRIPTION SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT
The BB910 is a variable capacitance | Va continuous reverse voltage - 30 v
dioﬁe, :abricatzd in P'analf St e continuous forward current - 20 mA
technology, and encapsulated in the S
hermetically sealed leaded glass Tsig storage temperature =55 +150 c
SOD68 (DO-34) package. T operating junction temperature | -55 +100 °C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tj= 25 °C; unless otherwise specified.
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
IR reverse current VR =28V, see Fig.3 - - 10 nA
VR =28V, T, =85 °C; see Fig.3 - - 200 nA
Is diode series resistance f = 100 MHz; note 1 - - 1 Q
Cy diode capacitance Vg =0.5V; f=1MHz; see Figs 2 and 4 38 - - pF
Vg =28V, f=1MHz; see Figs 2 and 4 23 - 27 pF
c capacitance ratio f=1MHz 14 - -
d(0.5V)
Cy (28v)
AC, capacitance matching Vg=05t028V - - 25 %
Cyq
Note
1. Vgis the value at which C4 = 40 pF.
1996 May 03 4-53



Philips Semiconductors

Product specification

VHF variable capacitance diode BB910
GRAPHICAL DATA
MBE875
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f=1MHz Tj=25°C.
Fig.2 Diode capacitance as a function of reverse voltage; typical values.
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Fig.4 Temperature coefficient of diode
Fig.3 Reverse current as a function of junction capacitance as a function of
temperature; maximum values. reverse voltage; typical values.
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Philips Semiconductors

Product specification

VHF variable capacitance diode BB911/A
FEATURES
e High linearity b
* Matched to 2.5% s 2
C X { I X ] —|_:—

Hermetically sealed leaded glass
SOD68 (DO-34) package

C28: 2.7 pF; ratio: 25.

APPLICATIONS

¢ Electronic tuning in VHF television
tuners, band A up to 160 MHz

Cathode side indicated by a red band on a black body.
Additional white band.

Fig.1 Simplified outline (SOD68; DO-34) and symbol.

MAM234

s VCO. LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
DESCRIPTION SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT
The BB911/A is a variable Vg continuous reverse voltage - 30 \Y
capacitance diode, fabricated in Ir continuous forward current - 20 mA
planar technology, and encapsulated >
in the hermetically sealed leaded Tstg storage temperature -55 +150 c
glass SOD68 (DO-34) package. T; operating junction temperature | -55 +100 °C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
T; = 25 °C; unless otherwise specified.
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. | TYP. | MAX. | UNIT
IR reverse current Vg =30V, see Fig.3 - - 10 nA
Vg =30V, T, =85 °C; see Fig.3 - - 200 nA
Is diode series resistance f =100 MHz; note 1 - - 2 Q
Cq diode capacitance Vg =0.5V; f=1MHz see Figs 2 and 4 60 - 75 pF
Vg =28 V; f =1 MHz; see Figs 2 and 4 2.4 - 2.9 pF
c capacitance ratio f=1MHz 233 |- 28.4
d(0.5V)
Cy (28v)
ACy capacitance matching VgR=05t028V - - 25 %
Cy
Note

1. VRis the value at which C4 = 40 pF.

1996 May 03



Philips Semiconductors

Product specification
VHF variable capacitance diode BB911/A
GRAPHICAL DATA
MRC283 - 1
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Fig.2 Diode capacitance as a function of reverse voltage; typical values.
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Fig.3 Reverse current as a function of junction capacitance as a function of
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SILIZIUM - PLANAR - ABSTIMMDIODE
speziell fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen

-

Mechanische Daten:

Geh#use: Kunststoff, S0T-23,
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: S 1

MaBangaben in mm. 8

BBY 31

Ty
ki
=
~ |

i
!
T T T A
ke
0,01 min 2-5
K r e
=\ =
| Y ;
| —*085maxL —»l D43 max
‘ _‘ 1 2max VD 720013.8
\
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 28 V
Sperrschichttemperatur &J = max. 60 °c
Sperrstrom bei UR =28V IR é 100 nA
Kapazitédt
bei UR =25V, f =1 MHz = 1,8...2,8 pF
bei UR = 3V, f=1MHz = 11,5 pF

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

10.74
33



BBY 31

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: UR =
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M =
Durchlafistrom: IF =
Sperrschichttemperatur: SJ =
Lagerungstemperatur: SS =
SS =
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung, <
auf Keramik-Substrat 7 mm x 5 mm x 0,5 mm: Rth v =
Kennwerte: bei GJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom bei UR =28 V: IR §
. 0 <
bei UR =28V, SJ = 60 C: IR =
Kapazitit bei UR = 1V, f=1 MHz: =
bei UR = 3V, f=1 MHz: =
bei UR =25V, f =1 MHz: C =
Kapazitdtsverh#ltnis C3V
bei f = 1 MHz und UR =3 V bzw. 25 V: .. =
. 25V
Serienwiderstand <
bei f = 470 MHz und C = 9 pF: rg =
30 I Z 731533
c |
f = 1MHz
(pF) C 8y=25°C
q N
20 RN
NN
N N,
\‘ u\
10 nNA B
N
b N
NI
¥
0
0) 1 10 Ug (V) 100

max. 28
max. 30
max. 20
max. 60
min. -65

max. 100

0,62

100
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© g < <

o
QO a o

K/mW

nA
A
pF

pF
8 pF
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BBY 31

102 preere
1,02 e
1/grd);
cio) (1/gr: )'
C(9,725°C) Ny 3
101 VA f 1031
It Ny
1 75 N
et — N
= 1G4 \
099 E
0,98 10° Led .
0 20 40 3,(°C)60 ! 10 yp(v) 100
10 g T rPrRrg 1000 SesEsz==;
) = BEESRERR
R §J=60°C Ip R =28V 1]
(nA) I (nA) T e
. 1] T e
< 1
100 el
1 /
Il 1
/250 CH1]
/ [ 10
A /
F e
ork ,’/ / A
W T 7 N A
ya 1 s
/ .\\e\
p A
i , A
/'/ A
r ] AT
0,0 -l o' 20 40
1 10 Ul-? (v) 100 3y °C) 60

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 10.§g



VORLAUFIGE DATEN

SILIZIUM - PLANAR - ABSTIMMDIODE
fiir VHF~FS-Kanalwiihler

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-23,
23 A 3 DIN 41 869

MaBangaben in mm.

Stempel: S 2

[+—2,9max —1

BBY 40

I

T
L e 25,
i ‘
—» (e—043max
VZ 72020410
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. 28 V
DurchlaBstrom IF = max. 20 mA
Sperrschichttemperatur OJ = max. 85 °c
Kapazitdt bei UR =25V, £ =1 MHz = 4,3...6,0 pF
bei UR= 3V, f=1MHz = 26...32 pF
Serienwiderstand <
bei 0 = 25 pF, f = 200 MHz rg = 0,4 (=0,6) Q
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 779
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BBY 40

Absolute Grenzwerte:

-

(gliltig bis &

Sperrspannung Uh max. 28 Vv
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M max. 30 V
DurchlaBstrom: IF max. 20 mA
Sperrschichttemperatur: 0J max. 85 °c
Lagerungstemperaturs QS min. -65 °C
8S = max. 100 °c

Kennwerte: bei sU = 2500, sofern nicht anders angegeben
Sperrstrom <

bei Up = 28 V: I = 0,1 (= 50) na

. 0 <

bei UR = 28 V und eU = 60 C: IR = 0,5 pA
Kapazitédt

bei UR =25V und f = 1 MHz: C = 4,3...6,0 pF

bei UR = 3 Vund f = 1 MHz: C = 26...32 pF
Kapazitdtsverhdltnis

bei £f = 1 MHz

und Up = 3 V bzw. 25 Vi cav/czsv 5,0...6,5
Serienwiderstand ' <

bei C = 25 pF und f = 200 MHz: rg = 0,4 (2 0,6) Q
7.79 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BBY 40
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